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PENUTUP

Kesimpuian

Dari hasil penelitian vang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:
Telah berhasil dibuat Iapisan {ipis a-S1:H dengan metoda evaporasi dilanjutkan
deposisi hidrogen dengan metoda plasma lucutan pijar RF.
Deposisi atom hidrogen dengan metoda plasma lucutan pijar rf berhasil
memasukkan atom hidrogen ke dalam lapisan tipis silikon amorf dan
membentuk ikatan kovalen Si-IL Hal int dibuktikan dengan adanya puncak
serapan pada bilangan gelombang 2354.8 em” yang diidentifikasikan sebagai
getaran regang tkatan Si-Hj,
Daya rf 50 watt merupakan daya yang sesual untuk memasukkan hidrogen ke
dalam silikon amorf, hal ini ditunjukkan ole™ puncak serapan pada 2354 8cm’™
yang paling dalam dibandingkan puncak serapan yang sama untuk daya rf 30

watl, 40 watt, 60 wait dan 70 watl.

Saran

Untuk mengembangkan studi dan pembuatan lapisan tipis silikon amorf

terhidrogenasi {a-Si:H), penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Perlu peningkatan tekuik pembersihan substral misalnya dengan memanaskan

substrat sebelum digunakan agar kentaminasi dengan atom-atom pengotor
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yvang menempel pada subsirat terutams sisa-gisa bahan pencuci dapat
dikurang: sehingga kualitas lapisan tipis dapat memadi lebth baik.

Unfuk penelitian lebib lanjut perlu dilalukan perhitungan konsentras:
hidrogen yang terikat ke dalam jaringan silikon amorf terhidrogenasi.

Masih dipeﬂukmystudi lebih lmgil;t mengenal sifat-sifat fisis a-Si:H seperti

indek bias, fotokonduktivitas, konduktivitas, absorpsi Gan lain-lam.






